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１．概要（Summary） 

 本研究では，厚膜のMEMS構造を作製するために，

本研究グループで開発した，リフトオフ法とは逆に犠

牲層などの凸部上面に堆積した膜を目的とする構造

体とする逆リフトオフ法を提案している（Fig.1）．本

年度では，マイクロオーダの凸部幅から得られる逆リ

フトオフされた厚幕構造体の膜厚と，得られた構造体

の断面形状の測定を行い，そのマイクロ加工特性を評

価した． 

 

 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

フォトリソグラフィ装置，リアクティブイオンエッチ

ング装置 

【実験方法】 

逆リフトオフ法のマイクロ加工特性を調査するた

めに，様々な幅の凹凸形状をパターニングした SOI

ウエハにアモルファス合金を成膜し，厚膜構造体を作

製する．凹凸形状は Siに RIEを行うことによって作

製する．マイクロオーダの凹凸形状を設計し，RIE装

置によって深さ 57 m の溝を作り，SOI ウエハに凹

凸形状を作製した．凹凸形状を作製した SOIウエハに

密着層として Cr を約 100 nm 成膜した後，アモルフ

ァス合金NiNbZrTiを 19.8 m成膜した． 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

幅 83 mの凸部上の厚膜構造体の断面 SEM画像を

Fig.2 に示す．凸部上の厚膜構造体は，凸部側面に堆

積したバリの膜厚分だけ幅が増加した．バリの膜厚は，

凸部に隣接する溝部の幅に影響し，溝幅が狭いほどバ

リの厚さは薄くなった．シリコン部分をウェットエッ

チングで除去した構造体の SEM 像を Fig.3 に示す．

厚膜構造体はバリのないほぼ矩形の断面形状となっ

た．厚膜構造体とバリの結合は弱く分離しやすいと考

えられる．この結果から，逆リフトオフ法によって得

られる厚膜構造体は，側面に堆積されるバリの影響を
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Fig.2. SEM image of film on the convex part of the 

width 83m. 

Fig.1. Lift-off process(above) and Reversed lift-off 

process(below). 

Fig.3. SEM image of film on the convex part of the 

width 204 m after reverced lift-off. 



あまり受けることなく，ほぼ矩形の断面形状の構造体

を作製可能だと考えられる． 
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